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Abstract of DE3939647 

A carrier substrate comprises an insulator base 
(6) with terminals (10-13) for external connection 
and a wiring portion (4) provided on the insulator 
base for connecting circuit elements to be 
mounted on the base to the terminals for external 
connection. The wiring portion includes a plurality 
of insulating films (9a, 9b, 9c) ( an electrode layer 
provided on the uppermost insulating layer (3a) 
for connection with the circuit elements, and 
conductors (5a) provided on the other insulating 
layers for connecting the electrode layer to the 
terminals for external connection. A circuit 
element (1) layer may further be provided on an 
insulating layer other than the uppermost 
insulating layer. The circuit element layer has 
circuit elements formed in a thin film. Alternatively 
or in addition to the circuit element layer, a wiring 
layer may further be provided. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Tragersubstrat und Verfahren zur Herstellung des Tragersubstrates 

Ein Tragersubstrat, das eine Isolatorbasis mit Anschlussen 
fur die AuSenverbmdung und einen Verdrahtungsabschnitt 
aufweist, der auf der Isolatorbasis zur Verbindung von 
Schaltungselementen, die auf der Basis zu befestigen sind, 
mit den Anschlussen fur die Au&enverbindung vorgesehen 
ist. Der Verdrahtungsabschnitt umfa&t eine Vielzahl von iso- 
lierenden Filmen, eine Elektrodenschicht, die auf der ober- 
sten isolierenden Schicht fur die Verbindung mit den Schal- 
tungselementen vorgesehen ist, und Leiter, die auf den iso- 
lierenden Schichten zur Verbindung der Elektrodenschicht 
mit den Anschlussen fur die Aufcenverbindung vorgesehen 
sind. Eine Schaltungselementschicht kann weiterhin auf der 
isolierenden Schicht vorgesehen werden, die nicht der 
obersten isolierenden Schicht entspricht. Die Schaltungs- 
■ etementschicht hat Schaltungselemente die in Dunnfilm 
ausgebildet sind. Alternativerweise oder zusatzlich zu der 
Schaltungselementschicht kann eine Verdrahtungsschicht 
vorgesehen sein. Die letztere Schicht kann vorzugsweise 
zwischen der Schaltungselementschicht und der Elektro- 
denschicht zum Koordinieren der Anordnung der Elektroden 
auf der Elektrodenschicht mit den Anschlussen fur die Au- 
Genverbindung angeordnet sein, um die Elektroden mit den 
Anschlussen zuverbinden. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft im allgemeinen ein Gehause fur 
ein Schahungselement und betrifft insbesondere ein 
Tragersubstrat fur das Gehause fur das Schaltungsele- 
ment und ein Verfahren zur Herstellung des Gehauses, 
das geeignet ist zum Aufnehmen einer integrierten 
Schaltung von groBem Integrationsgrad (LSI-Schal- 
tung), wie z.B. eine integrierte Schaltung auf Halbleiter- 
basis. 

Kiirzlich sind Schaltungen, insbesondere Halbleiter- 
schaltungen, in einem Gehause mit immer groBer wer- 
dender Dichte und groBerem Integrationsgrad unterge- 
bracht worden, was eine erhohte Anzahl von AnschluB- 
stiften, die von auBen zuganglich sind, erfordert Um 
diese Anforderungen bzw. Erfordernisse zu erfullen, 
wurde ein Flip-Chip-Bondierverfahren fur die integrier- 
ten Halbleiterschaltungen vorgeschlagen, bei dem An- 
schlusse auf jeder Flache eines Chips vorgesehen sind, 
anstatt Anschlusse nur an den peripheren bzw. auBenlie- 
genden Flachen des Chips vorzusehen, wie es vorher 
der Fall war. Urn diese Technik ausfiihren zu konnen, 
sind Anschlusse des Halbleitergehauses, das solche inte- 
grierten Halbleiterschaltungen enthalt, entsprechend 
gitterformig bzw. netzformig herausgefuhrt. 

Das Halbleitergehause vom Typ wie oben angefiihrt, 
weist im allgemeinen Schaltungselemente bzw. Bauele- 
mente wie z.B. Halbleiterchips und ein Tragersubstrat 
auf, auf dem die Halbleiterchips untergebracht bzw. be- 
festigt sind. Das Tragersubstrat, das in dem Halbleiter- 
gehause eingesetzt wird, ist im allgemeinen ein Kera- 
miksubstrat, das aus Metallen mit hohem Schmelzpunkt 
hergestellt ist, die simultan zusammengebacken bzw. 
gebacken bzw. gebrannt werden. 

AuBerdem wird ein angepaBtes AbschJuBsystem bzw. 
AnschluBsystem fur Schaltungen eingesetzt, die mit ei- 
nem Computersystem verbunden sind. Im angepaBten 
AbschluBsystem wird eine Ubertragungsleitung mit ei- 
nem Widerstand abgeschlossen, der gleich der Impe- 
danzcharakteristik bzw. der Leitungsimpedanz ist, so 
daB keine Reflexionen und keine stehenden Wellen auf- 
treten. 

Aus diesem Grund werden AbschluBwiderstande um 
das Gehause der integrierten Halbleiterschaltung oder 
des Chips herum angeordnet, um ein AbschlieBen bzw. 
einen AbschluB der Obertragungsleitungen zu bewir- 
ken, wenn die integrierte Halbleiterschaltung auf dem 
Substrat befestig't wird. 

Die AbschluBwiderstande, die bis jetzt eingesetzt 
wurden, sind diskrete Widerstandschips bzw. Bauele- 
mente. Dies bringt gewichtige Begrenzungen beziiglich 
der Aufgabe, die GroBe des Gehauses fur die integrierte 
Halbleiterschaltung zu reduzieren, mit sich, da diese dis- 
kreten Widerstandschips selbst eine Begrenzung bzw. 
eine Beschrankung bezuglich einer geringen GroBe ha- 
ben und wesentliche Flachen oder Raume zum Befesti- 
gen bzw. Unterbringen erfordern. Somit sind die diskre- 
ten Widerstandschips kaum geeignet, um eine erhohte 
Unterbringungsdichte zu erreichen. Anders ausge- 
druckt, konnen nur eine begrenzte Anzahl von Gehau- 
sen fur integrierte Halbleiterschaltungen oder Chips auf 
einer Leiterplatte zusammen angeordnet werden, so- 
bald die diskreten Widerstandschips eingesetzt werden. 

Um dieses Problem zu losen wird in der japanischen, 
ungepruften Patentveroffentlichung (Kokai) Nr. 
58-1 99 552 eine Technik beschrieben, die sich auf Ab- 
schluBwiderstandschips bezieht, aber fahig dazu ist, eine 
erhohte Anzahl von LSI-Einheiten zusammen anzuord- 



nen. 

Die Verdffentlichung beschreibt insbesondere einen 
Widerstandschip, der eine Isolatorbasis bzw. Grundfla- 
che und eine Vielzahl von Widerstandselementen auf- 
5 weist, die auf der Basis ausgebildet sind, die, und zwar an 
einem Ende des jeweiligen Widerstandselements, mit 
einem Durchgangsloch bzw. einer Durchgangsbohrung, 
die ein Halbleiterchip und eine Leiterplatte verbindet, 
und mit einer Elektrodenschicht bzw. AnschluBschicht, 
to die auf der Leiterplatte vorgesehen ist, verbunden ist, 
und zwar am anderen Ende des jeweiligen Widerstands- 
elementes. Die Widerstandselemente bzw. Bauelemente 
sind auf der Isolatorbasis. die z.B. eine keramische Basis 
sein kann, durch eine Diinnfilmtechnik oder eine Dick- 
is filmtechnik hergestellt und mit den Durchgangslochern 
durch Verdrahtung jeweils verbunden. Die Wider- 
standswerte der Widerstandselemente werden durch 
Lasertrimmen bzw. Abstimmung eingestellt, nachdem 
die Widerstandselemente hergestellt worden sind. 
20 Entsprechend der in der Veroffentlichung beschriebe- 
nen Technik werden die Widerstandselemente vorlau- 
fig, wie oben beschrieben, hergestellt und nur die Wider- 
standselemente, die fur Halbleiterchips und/oder logi- 
sche Verdrahtungen, die auf der Leiterplatte vorgese- 
25 hen sind, gebraucht werden, bleiben zuruck, wohinge- 
gen die iibrigen Widerstandschips durch Durchschnei- 
den der Verdrahtung mit einem Laserstrahl abgeschnit- 
ten werden. Diese Widerstandschips werden durch L6- 
ten mit den Halbleiterchips verbunden und die so ausge- 
30 bildeten Anordnungen werden des weiteren mit der Lei- 
terplatte durch Loten verbunden, um einsetzbar sein zu 
konnen. 

Diese bekannte Technik verschweigt jedoch, wie eine 
Anzahl von Widerstandselementen auf der Leiterplatte 
35 vorzusehen sind. Wie oben beschrieben, muB der Wi- 
derstandswert des Widerstandselements wie z.B. einem 
Widerstandsmodul durch Trimmen wahrend der Her- 
stellung eingestellt werden. Im Detail, und zwar in dem 
Fall, wo die Widerstandselemente als Dunnfilm, der auf 
40 der keramischen Basis ausgebildet ist, vorliegen, variiert 
der Widerstandswert des Filmes stark ortsabhangig, 
und zwar wegen der Rauhigkeit oder der Unregelma- 
Bigkeit der Oberflache der keramischen Basis, wodurch 
ein Einstellen des Widerstandswertes erforderlich wird. 
45 lm Falle, wo die Widerstandselemente in Dickfilmtech- 
nik ausgefuhrt sind, kann dagegen die Genauigkeit des 
Widerstandswertes nicht garantiert werden, wodurch 
ebenfalls eine Einstellung des Widerstandswertes erfor- 
derlich wird. 

In diesem Zusammenhang sollte angemerkt werden, 



50 

daB kiirzlich vorgestellte, hoch integrierte Halbleiter- 
schaltungen mehrere hundert oder sogar noch mehr Wi- 
derstande benotigen und es ist ziemlich schwierig, fiir 
jeden der Widerstande eine Einstellung durch Messen 
55 des jeweiligen Widerstands bzw. Widerstandswertes 
und Trimmen desselben durchzuf uhren. 

Somit ist die bekannte Technik, wie sie in der Verof- 
fentlichung beschrieben ist, nicht praktisch anwendbar 
oder doch zumindest fiir wirkliche Verhaltnisse unprak- 
60 tikabel. 

Die bekannte Technik gibt des weiteren nicht die vor- 
gesehene Anordnung der Widerstande an. Die Wider- 
stande werden genauer gesehen benachbart zu den 
Durchgangslochern angeordnet, die die Leiterplatte mit 
65 den Halbleiterchips, die auf ihr befestigt sind, verbinden. 
Deshalb, wenn die Integration weiterhin ansteigt und 
Kontaktflecken (bumps) naher aneinander angeordnet 
werden, werden die Flachen bzw. Bereiche zum Befesti- 
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gen der Widerstande abnehmen bzw. kleiner werden. 
Dies bringt eine Einschrankung fur die GroBe und die 
Anordnung der Widerstande mit sich. 

Wie aus dem Vorhergehenden entnommen werden 
kann, bestehen tatsachlich einige Schwierigkeiten, die 
vorherbeschriebene Technik bei einem Tragersubstrat 
einzusetzen. Deshalb ist eine Aufgabe, die Schwierigkei- 
ten zu losen. um ein Schaltungsgehause zu realisieren, 
das das Tragersubstrat verwendei. 

Es ist deshalb eine Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, ein Tragersubstrat zu schaffcn, das fahig dazu ist t 
Dunnfiimschaltungselemente z.B. Widerstandselemente 
mit der erforderhchen Genauigkeit zu erzeugen und ein 
Verfahren zur Hersteilung des Tragersubstrats anzuge- 
ben. 

Es ist eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, ein Tragersubstrat und ein Verfahren zur Herstei- 
lung des Tragersubstrats zu schaffcn, wobei das Trager- 
substrat dazu fahig ist. Schaltungsclcmcnte wie z.B. Wi- 
derstandselemente ohne weseniliche Emschrankungen 
bzw. Begrenzungen der GroGe und des Layouts zu 
schaffen, sogar wenn es erforderlich ist, hochintegrierte 
Schaltungselemente zu befestigen bzw. unterzubringen, 
in denen fContaktflecken zur Verbindung nahe aneinan- 
der vorgesehen sind. 

Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfln- 
dung, ein Gehause fiir ein Schaltungselement zu schaf- 
fen, das das oben spezifizierte Tragersubstrat einsetzt. 

Um die oben beschriebenen Aufgaben zu losen, wer- 
den drei erhndungsgemaBe Tragersubstrate angegeben. 

Ein erstes erfindungsgemaBes umfaBt ein Tragersub- 
strat umfaBt eine Isolatorbasis mit Anschliissen bzw. 
AnschluBstiften zur AuBenverbindung und einen Ver- 
drahtungsabschnitt, der auf der Isolatorbasis zum Ver- 
binden von Schaltungselementen, die auf dem Trager- 
substrat befestigt werden sollen, mit diesen Anschliissen 
zur AuBenverbindung vorgesehen ist Der Verdrah- 
tungsabschnitt umfaBt eine Vielzah) von isolierenden 
Filmen bzw. Schichten, eine Elektrodenschicht, die auf 
der obersten Isolatorschtcht zum Verbinden mit den 
Schaltungselementen vorgesehen ist, eine Schicht oder 
Schichten mit Schaltungselementen, die auf der Isola- 
tionsschicht oder den isolierenden Schichten vorgese- 
hen sind, die nicht der obersten Isolationsschicht ent- 
sprechen und Schaltungselemente haben, die in der 
Form eines Diinnfilms ausgebildet sind, und Letter bzw. 
Leiterbahnen auf den isolierenden Filmen zum Verbin- 
den der Elektrodenschicht mit dem AnschluB zur Au- 
Benverbindung durch bzw. uber die Schicht oder 
Schichten mit Schaltungselementen. 

Ein zweites erfindungsgemaBes Tragersubstrat weist 
eine Isolationsbasis mit Anschliissen fur eine AuBenver- 
bindung und einen Verdrahtungsabschnitt auf, der auf 
der Isolationsbasis zum Verbinden von Schaltungsele- 
menten, die auf dem Tragersubstrat befestigt werden 
sollen, mit dem AnschluB fur die AuBenverbindung aus- 
gebildet ist. Der Verdrahtungsabschnitt umfaBt eine 
Vielzahl von Isolationsfilmen, eine Elektrodenschicht, 
die auf dem obersten Isolationsfilm vorgesehen ist und 
die Eiektroden zur Verbindung mit den Schaltungsele- 
menten aufweist, eine Verdrahtungsschicht, die auf ir- 
gendeiner anderen Isolationsschicht vorgesehen ist, die 
nicht der obersten Isolationsschicht entspricht, und 
zwar zum Verbinden bzw. Koordinieren der Anordnung 
der Eiektroden auf der Elektrodenschicht mit den An- 
schliissen fur die AuBenverbindung, um die Eiektroden 
mit den Anschliissen zu verbinden, und Leiter, die auf 
den Isolationsschichten zum Verbinden der Eiektroden- 
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schicht mit den Anschliissen fur die AuBenverbindung 
durch bzw. uber die Verdrahtungsschicht vorgesehen. 
- sind. 

Ein drittes erfindungsgemaBes Tragersubstrat weist 
s eine Isolationsbasis mit Anschliissen fiir eine AuBenver- 
bindung und einen Verdrahtungsabschnitt auf, der auf 
der Isolationsbasis zum Verbinden von Schaltungsele- 
menten, die auf dem Tragersubstrat zu befestigen sind, 
mit den Anschliissen fur die AuBenverbindung vorgese- 
10 hen ist, wobei der Verdrahtungsabschnitt eine Vielzahl 
von Isolationsfilmen, eine Elektrodenschicht, die auf der 
obersten Isolationsschicht zum Verbinden mit den 
Schaltungselementen vorgesehen ist eine Schicht mit 
Schaltungselementen, die auf einer Isolationsschicht 
is vorgesehen ist, die nicht der obersten Isolationsschicht 
entspricht und die Schaltungselemente aufweist, die in 
Dunnfilmtechnik ausgebildet sind, eine Verdrahtungs- 
schicht, die zwischen der Schicht mit Schaltungselemen- 
ten und der Elektrodenschicht vorgesehen ist, zum Ver- 
20 binden bzw. Koordinieren der Anordnung der Eiektro- 
den auf der Elektrodenschicht mit den Anschliissen fiir 
eine AuBenverbindung, um die Eiektroden mit den An- 
schliissen zu verbinden, und Leiter aufweist, die auf den 
Isolationsschichten zum Verbinden der Elektroden- 
25 schicht mit den Anschliissen fiir die AuBenverbindung 
durch die Verdrahtungsschicht vorgesehen sind. 

Weiterhin wird ein Gehause fiir Schaltungselemente 
vorgestellt, in dem die Schaltungselemente auf dem Tra- 
gersubstrat, wie oben spezifiziert wurde, zur Verbin- 
30 dung mit einer Elektrodenschicht des Tragersubstrats 
untergebracht bzw. befestigt sind. 

Des weiteren wird ein Verfahren zur Hersteilung ei- 
nes Tragersubstrats angegeben, das eine Isolatorbasis 
mit Anschliissen fur eine AuBenverbindung und einen 
35 Verdrahtungsabschnitt aufweist, der auf der Isolatorba- 
sis zum Verbinden von Schaltungselementen, die auf 
dem Tragersubstrat befestigt werden sollen, mit den 
Anschliissen der Isolatorbasis fur eine AuBenverbin- 
dung vorgesehen ist, wobei das Herstellungsverfahren 
40 die folgenden Schritte aufweist: 

Erzeugen der Verdrahtungsabschnitte durch Ausbil- 
den eines Isolationsfilmes auf der Isolatorbasis; Ausbil- 
den von Schaltungselementen in einem Film auf dem 
Isolationsfilm; Ausbilden eines anderen Isolationsfilms 
45 auf dem Film der Schaltungselemente; Ausbilden einer 
Verdrahtungsschicht auf dem anderen Isolationsfilm 
zum Verbinden bzw. Koordinieren der Schaltungsele- 
mente, die auf dem Tragersubstrat untergebracht wer- 
den sollen, mit den Anschliissen fiir die externe Verbin- 
50 dung der Isolatorbasis, um eine Verbindung zwischen 
diesen zu erhalten; Ausbilden eines weiteren Isolations- 
filmes auf der Verdrahtungsschicht; Ausbilden einer 
Elektrodenschicht auf dem weiteren Isolationsfilm zum 
Verbinden mit den Schaltungselementen; und Erzeugen 
55 von Durchgangslochern und Verdrahtungsleitern in 
Verbindung bzw. Zuordnung mit bzw. zu den jeweiligen 
Isolationsfilmen. 

Bei dem Tragersubstrat gemaB der vorliegenden Er- 
findung. wird bevorzugterweise als Isolatorbasis eine 
60 keramische Basis eingesetzt Die Isolatorbasis wird mit 
Durchgangslochern bzw. Bohrungen versehen, die mit 
der oberen bzw. obenliegenden und der unteren bzw. 
untenliegenden Flache bzw. Oberflache der Basis kom- 
munizieren bzw. zwischen diesen verlaufen. 
65 Das Dunnfilmschaltungselement kann z.B. ein Dunn- 
filmwiderstandselement sein, das als AbschluBwider- 
stand eingesetzt werden kann. Das Dunnfilmwider- 
standselement kann z.B. durch eine Vakuumabschei- 



3939647A1 I > 



DE 39 39 647 Al 



dung mit Cr Cermet (Metallkeramik) hergestellt wer- 
den. 

Die Isolationsfilme werden bevorzugterweise aus or- 
ganischen Materialien wie z.B. Polyimiden erzeugt. 

Das Gehause bzw. die Verpackung des Schaltungs- 
elements gemaB der vorliegenden Erfindung wird be- 
vorzugt durch Unterbringen bzw. Befestigen der Schal- 
tungselemente auf Jem Tragersubstrat hergestellt, das 
die Diinnfilmwiderstandselemente aufweist. In diesem 
Fall konnen die Dunnfilmwiderstandselemente als Ab- 
schluBwiderstande dienen bzw. eingesetzt werden. 

Die Schaltungselemente, die zusammen in dem Ge- 
hause fur Schaltungselemente untergebracht bzw. ein- 
gebaut werden sollen, gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung, konnen integrierte Schaltungen sein. Und zwar 
kann insbesondere eine integrierte Schaltung groBer In- 
tegrationsdichte, wie z.B. ein LSI-Halbleiter, wobei Ele- 
mente mit hoher Dichte angeordnet werden, geeignet 
mit dem Tragersubstrat, das eine Verdrahtungsschicht 
aufweist, kombiniert werden. 

GemaB der vorliegenden Erfindung wird der Isola- 
tionsfilm auf der Isolatorbasis ausgebildet, um Dunn- 
filmschaltungselemente, wie z.B. Diinnfilmwiderstands- 
elemente, auszubilden. Deshalb werden UnregelmaBig- 
keiten oder Verbiegungen bzw. Deformationen der Iso- 
latorbasis, die z.B. aus Keramik sein kann, durch den 
Isolationsfilm, der unten den Dunnfilmschaltungsele- 
menten vorgesehen ist, ausgeglichen bzw. auch auf das 
gleiche Niveau gebracht. Somit konnen die Schaltungs- 
elemente unbeeinfluBt von ungewiinschten Einflussen 
durch die Oberflachenrauhigkeit der Isolatorbasis sein. 
Deshalb konnen Schaltungselemente mit einem ge- 
wunschten Wert, z.B. Widerstandswerte, genau herge- 
stellt werden. Als Ergebnis wird eine Einstellung wie z.B. 
Trimmen der Schaltungselemente oder der Diinnfilmwi- 
derstandselemente nicht mehr benotigt, nachdem sie 
ausgebildet worden sind. 

In diesem Fall, hat das Tragersubstrat eine Verdrah- 
tungsschicht auf der Isolationsschicht, die die Elektro- 
denschicht zum Verbinden mit den Schaltungselemen- 
ten, die auf dem Tragersubstrat befestigt werden sollen, 
mit den Anschlussen der Isolatorbasis fiir die AuBenver- 
bindung verbindet, und zwar wahrend der Koordinie- 
rung bzw. Abstimmung. Demzufolge konnen Anschliis- 
se der Schaltungselemente, die auf dem Tragersubstrat 
befestigt werden sollen, mit den Anschlussen der Isola- 
torbasis zum AuBenverbinden sogar dann verbunden 
werden, wenn das Layout fur die Anschlusse der Schal- 
tungselemente gegeniiber dem Layout fiir die Anschliis- 
se der Isolatorbasis nicht ausgerichtet ist 

Zudem, wenn die Schaltungselemente, die auf dem 
Tragersubstrat befestigt werden sollen, eine AnschluB- 
anordnung aufweisen, bei der die Anschlusse sehr dicht 
beieinander angeordnet sind, kam die AnschluBdichte 
der AnschluBanordnung durch die Verdrahtungsschicht 
erreicht werden. Demzufolge, wenn es erforderlich ist, 
das Schaltungsgehause zu befestigen bzw. unterzubrin- 
gen, daB diese Schaltungselemente aufweist bzw. ent- 
halt, und zwar auf einer Leiterplatte, kann die Verbin- 
dungsausfiihrung leichter bewerkstelligt bzw. durchge- 
fuhrt werden. 

Des weiteren, da die AnschluBanordnung hoher Dich- 
te auf eine AnschluBanordnung niedriger Dichte redu- 
ziert werden kann und die AnschluBanordnungen mit- 
einander durch die Verdrahtungsschicht koordiniert 
werden konnen, konnen die Signal oder Stromversor- 
gungspositionen bzw. Anschlusse willkurlich geandert 
bzw. abgeandert werden, was es erlaubt, die Schaltung 



freier bzw. unbeschrankter zu gestalten bzw. zu entwik- 
keln. Dies bewirkt, daB das Muster oder die GroBe des 
Schaltungselementes, daB auf der Schaltungselements- 
schicht erzeugt bzw. ausgebildet ist, auf freierer Art und 

5 Weise bestimmt werden kann. 

Weitere Vorteile, Merkmale, Ausfuhrungsformen und 
Anwendungsmogltchketten der vorliegenden Erfindung 
werden aus der nachfolgenden Beschreibung unter Zu- 
hilfenahme der beiliegenden Zeichnungen ersichtlich. Es 

io zeigen: 

Fig. 1 eine Schnittansicht, die eine Ausfuhrungsform 
eines Tr&gersubstrats gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung und ein Gehause fur Schaltungselemente zeigt, das 
das Tragersubstrat einsetzt; und 

15 Fig. 2 ein Musterdiagramm von Leiterabschnitten 
und Widerstandsabschnitten des Tragersubstrats in 
Querschnittsansicht entlang einer Linie II-II. 

Eine Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung 
wird nachstehend mit Bezug auf die Zeichnungen be- 

20 schrieben. 

Fig. 1 zeigt in einer Schnittansicht eine ^Configuration 
des Tragersubstrats gemaB der vorliegenden Erfindung. 

Das dargestellte Tragersubstrat umfaBt eine kerami- 
sche Basis 6 und einen Dunnfilm-Verdrahtungsabschnitt 

25 4, der auf der keramischen Basis 6 angeordnet ist. 

Die keramische Basis 6 wird z-B. aus einem kerami- 
schen Pulver, das als Hauptmaterial Aluminiumoxid 
(Alumina) enthalt, erzeugt. Die keramische Basis 6 ist 
mit Durchgangslochern 7 ausgestattet und mit An- 

30 schlussen 10 bis 13 versehen. Die Anschlusse 10 bis 13 
werden fiir die Verbindung eingesetzt, wenn die kerami- 
sche Basis 6 auf einer gedruckten Leiterplatte (nicht 
gezeigt) angeordnet bzw. befestigt wird. Die keramische 
Basis 6 bzw. Grundplatte 6 kann weiterhin mit einer 

35 Stromzufuhrschicht oder -schichten und/oder einer Er- 
dungsschicht bzw. Masseschicht oder -schichten verse- 
hen sein. Der AnschluB 10 wird eingesetzt als gemeinsa- 
mer ElektrodenanschluB bzw. MasseanschluB fur Wi- 
derstandselemente 8, die im Detail weiter unten be- 

40 schrieben werden. Jeder der Anschlusse 11 wird als 
ElektrodenanschluB fur das Widerstandselement 8 ver- 
wendet. Die Anschlusse 12 sind im allgemeinen Strom- 
zufuhranschlusse und die Anschlusse 13 sind allgemeine 
SignalanschluBstifte fiir eine groBintegrierte Schaltung 

45 (LSI), die auf dem Tragersubstrat befestigt ist In der 
dargestellten Ausfuhrungsform wird der AnschluB 10 
als ein spezieller StromzufuhranschluB fiir LSI einge- 
setzt, er wird aber aueh als Elektrode fiir das Wider- 
standselement, wie oben erwahnt, verwendet Naturlich 

so konnen jeweils getrennte Anschlusse fur diese Funktio- 
nen vorgesehen sein. 

Der Dunnfilm-Verdrahtungsabschnitt 4 besteht aus 
lsolationsschichten, die isolierende Filme 9a, 9b und 9c 
aufweisen, die in dieser Reihenfolge vom Boden bzw, 

55 der Unterseite her angeordnet sind. Eine Widerstands- 
schicht 15 wird zwischen den isolierenden Filmen 9a und 
9b zum Ausbilden der Widerstandselemente 8 einge- 
setzt Ahnlich ist eine Verdrahtungsschicht 14 zwischen 
den isolierenden Filmen 9b und 9c zum Ausbilden der 

60 Leiterverdrahtung bzw. Leiterbahnverdrahtung 5a vor- 
gesehen. Auf der Oberseite des isolierenden Films 9c ist 
eine obere Verbindungsschicht 3a zur Verbindung mit 
Schaltungselementen vorgesehen, die uber der Schicht 
3a zu befestigen sind. Der isolierende Film 9a, der die 

65 unterste Schicht des Dunnfilm-Verdrahtungsabschnittes 
4 bildet, hat auf seiner Unterseite bzw. unteren Oberfla- 
che eine untenliegende Verbindungsschicht 36, die in 
Positionen entsprechend den Anschlussen 10 bis 13 der 
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keramischen Basis 6 zur Verbindung mit jeweils diesen 
Anschlussen 10 bis 13 ausgebildet ist 

Die Materialien fur die isolierenden Filme bzw. 
Schichten 9a, 9b und 9c sind nicht kritisch und sie kon- 
nen aus irgendeinem Material bestehen, solange dieses 
Material die Eigenschaft aufweist, die Oberflache der 
keramischen Basis 6 giatt zu machen bzw. horizontal 
bundig zu machen oder einzuebnen. In der vorliegenden 
Ausfuhrungsform bestehen die isolierenden Filme 9a, 9b 
und 9c aus einem organischen Material, wie z.B. Polyi- i 
midharz. Die Materialien der jeweiligen Schichten kon- 
nen unterschiedlich sein. Die Materialien dieser isolie- 
renden Schichten 9a, 9 b und 9c sind jedoch bevorzugter- 
weise aus dem gleichen oder aus ahnlichen Materialien 
gemacht, um eine thermische Belastung bzw. Warme- i 
spannung, die zwischen den Schichten erzeugt werden 
konnte, zu minimieren. Der Film, auf dem die Wider- 
standsschicht ausgebildet ist und der als Substrat fur die 
Widerstandselernente dient, wird bevorzugterweise aus 
einem Material bestehen bzw. gemacht. daB einen War- 2 
meausdehnungskoeffizienten ahnlich zu dem Warme- 
ausdehnungskoeffizienten der keramischen Basis und 
dem Warmeausdehnungskoeffizienten der Wider- 
standselernente hat. Am besten, ist ein Material, das ei- 
nen Warmeausdehnungskoeffizienten hat, der zwischen 2 
diesen beiden Warmeausdehnungskoffizienten liegt 

Die Widerstandsschicht 15, die Verdrahtungsschicht 
14, die obere Verbindungsschicht 3a und die untere Ver- 
bindungsschicht 3b sind miteinander durch die Leiter- 
bahnverdrahtung 5a und die Durchgangslocher 5b ver- 3 
bunden und mit den Durchgangslochern 7 der kerami- 
schen Basis 6 verbunden. Die Durchgangslocher 5b wer- 
den durch Ausbilden von Lochern bzw. Bohrungen in 
den isolierenden Fiimen 9a, 9b und 9c hergestelit und 
zwar durch Atzen und Fullen der Locher bzw. Bohrun- 3 
gen mit Leitern bzw. Leiterbahnmaterial. 

Die Widerstandselernente 8 bestehen aus einem 
Dunnfiim und werden in der Form eines Rings, wie es in 
Fig. 2 gezeigt ist, ausgebildet. Der Innenumfang und der 
AuBenumfang des Rings werden jeweils mit Elektroden 1 
bzw. Kontakten verbunden. Naturlich ist die Form bzw. 
sind die Abmessungen der Widerstandselernente 8 nicht 
auf den Ring hin beschrankt und sie konnen in einer 
anderen Form vorgesehen sein. 

Obwohl Widerstandselernente S als Schaltungsele- - 
mente in der dargestellten Ausfuhrungsform vorgese- 
hen sind, kann auch ein anderer Typ von Schaltungsele- 
menten alternativerweise oder zusatzlich vorgesehen 
sein. Zum Beispiel konnen Kondensatoren vorgesehen 
werden. Im Fall, wo Schaltungselemente wie z.B. Ab- < 
schluBwiderstande nicht erforderlich sind, konnen die 
Widerstandselernente 8 weggelassen werden. 

Fig. 2 stellt eine Ebene der Widerstandsschicht 15 dar. 
Wie in der Fig. 2 gezeigt wird, weist die Widerstands- 
schicht 15 eine Vielzahl von Widerstandselementen 8 
und Leitern 5a und Durchgangslochern 5b auf, die eben- 
falls als Elektroden der Widerstandselernente 8 fungie- 
ren. 

In der dargestellten Ausfuhrungsform wird eine Ver- 
drahtungsschicht 14, wie vorher beschrieben, eingesetzt 
Diese Verdrahtungsschicht 14 ist vorgesehen, um eine 
Einstellung bezuglich Differenzen in den Anordnungen 
bzw. Ausfuhrungen des Layouts der Anschlusse zu be- 
wirken, die in der oberen Verbindung mit Schaltungs- 
elementen wirkt, die oberhalb der Verbindungsschicht 
3a und der unteren Verbindungsschicht 3b befestigt 
werden sollen, um eine Koordination, bzw. Abstimmung 
zwischen der oberen Verbindungsschicht 3a und der 
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unteren Verbindungsschicht 3b zu erretchen. In der dar- 
gestellten Ausfuhrungsform vergroBert die Verdrah- 
tungsschicht 14 die AnschluBanordnung hoher Dichte 
der oberen Verbindungsschicht 3a, und zwar in eine 
AnschluBanordnung, die fur die untere Verbindungs- 
schicht 36geeignet ist Die Verdrahtungsschicht 14 kann 
deshalb weggelassen werden, wenn kein wesentlicher 
Unterschied in der AnschluBanordnung zwischen den 
beiden Verbindungsschichten besteht. Oder eine Viel- 
zahl von Verdrahtungsschichten kann vorgesehen wer- 
den, wenn die Notwendigkeit dazu besteh t. 

Die Verdrahtungsschicht 14 ist uber bzw. oberhalb 
der Widerstandsschicht 15 in der dargestellten Ausfuh- 
rungsform vorgesehen. 

Die obere Verbindungsschicht 3a hat eine AnschluB- 
anordnung, die einer Anordnung von IContaktflecken 
bzw. Kontakten oder Kugeln (balls) entspricht, die auf 
dem LSI 1 vorgesehen sind, der auf dem Verdrahtungs- 
abschnitt 4 befestigt werden soil. .Die untere Verbin- 
dungsschicht 3b hat eine AnschluBanordnung bzw. Kon- 
taktanordnung, die einer Anordnung der Anschlusse 10 
bis 13 der keramischen Basis 6 entspricht 

Die integrierten Schaltungselemente, d.h. der LSI 1, 
ist auf dem Dunnfilm-Verdrahtungsabschnitt 4 befestigt. 
Der LSI 1 ist mit seinen Kontaktflecken (nicht gezeigt) 
eingebaut, die auf den Anschlussen der oberen Verbin- 
dungsschicht 3a jeweils angeordnet sind und mit diesen 
durch ein Lot bzw. Lotmittel 2 bondiert bzw. verbunden 
sind. Somit kann ein Gehause fur Schaltungselemente 
bzw. ein LSI-Gehause erzeugt werden. 

Der Aufbau des Tragersubstrats wird nachfolgend 
genauer beschrieben, wahrend auf das Herstellungsver- 
fahren des Tragersubstrats eingegangen wird. 

Die keramische Basis selbst wird mittels eines be- 
kannten Verfahrens hergestelit. Z. B. wird eine Disper- 
sion oder ein Schlamm bzw. Dickschlamm aus kerami- 
schem Pulver und einem flussigen Bindemittel bzw. L6- 
sungsmittel hergestelit und in dunne Schichten bzw. 
Blatter gegossen bzw. geformt, indem ein Nivelliermes- 
ser oder ein Streichmesser uber den Schlamm gezogen 
wird. Nach dem Austrocknen werden die Blatter auf die 
vorgesehene GroBe geschnitten, Durchgangslocher und 
Hohlraume mechanisch ausgestanzt, Verdrahtungsbah- 
nen erzeugt und die Durchgangslocher mit Metall ge- 
fullt Mehrere dieser Blatter werden zusammengelegt 
zu einem Laminat und die gesamte Struktur wird ge- 
brannt, um einen monolithischen, gesinterten Korper 
fur die keramische Basis zu erzeugen. Im Verlauf des 
Herstellungsverfahrens werden die Anschlusse 10 bis 13 
auf der keramischen Basis 6 ausgebildet Dann wird der 
Dunnfilm-Verdrahtungsabschnitt 4 auf der keramischen 

Basis 6 erzeugt 

In dem Dunnfilm-Verdrahtungsabschnitt 4 werden 
die untere Verbindungsschicht 36, der isolierende Film 
9a, die Widerstandsschicht 15, der isolierende Film 9b, 
die Verdrahtungsschicht 14, der isolierende Film 9c und 
die obere Verbindungsschicht 3a in dieser Reihenfolge 
vom Boden aus geschichtet bzw. laminatartig angeord- 
net 

Die untere Verbindungsschicht 3b wird auf der kera- 
mischen Basis 6 in Positioned die den Offnungen der 
Durchgangslocher 7 entsprechen, ausgebildet, die je- 
weils mit den Anschlussen 10 bis 13 verbunden sind. Die 
Schicht 3b kann erzeugt werden, wenn die Durchgangs- 
locher der keramischen Basis 6 mit einem leitenden Ma- 
terial gefiillt sind. 

Die isolierenden Filme 9a, 9b und 9c werden mittels 
Aufbringen bzw. Oberziehen einer Lackldsung, die 
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Polyimide enthak, und weiter durch Trocknen und Bak- 
ken dersclben erzeugt Jeder der isolierenden Filme 9a, 
9b und 9c ist mit den Leitern 5a und den Durchgangslo- 
chern 5b versehen. Die isolierenden Filme 9a, 9b und 9c 
werden jeweils einem Atzvorgang ausgesetzt, um Lo- 5 
cher oder Veniefungen bzw. Hohlraume in den Filmen 
zu erzeugen. und kitende Materialien werden in die 
Locher gefulk, um Leiter 5a und Durchgangsiocher 5b 
zu erzeugen. Die leiienden Materialien werden durch 
Metallisieren, Calvamsieren oder Plattieren erzeugt. 10 

Der isolierende Film 9j wird zuerst erzeugt Dieser 
isolierende Film 9a wird so dick ausgebildet, daB er 
Vertiefungen bzw. Rillen oder Deformationen auf der 
Oberflache der keramischen Basis fullt, um eine glatte 
Oberflache zu erzeugen. ts 1st fur den isolierenden Film 15 
9a ausreichend, eine Oberflache zu haben, die so glatt 
wie die Widerstandselemente 8 isi. die auf dem isolie- 
renden Film 9a vorzusehen stnd, um die Widerstandsele- 
mente mit hoher Genauiglceit zu erzeugen bzw. auszu- 
bilden. Z. B. ist der isolierende Film 9a 10 bis 30u.m dick. 20 

Auf einer oberen Flache bzw. Oberflache des isolie- 
renden Films 9a ist die Widerstandsschicht 15 vorgese- 
hen. Die Widerstandselemente 8 sind in dieser Schicht 
durch ein bekanntes Verfahren wie z.B. Vakuumab- 
scheiden, Sputtern oder ahnlichem erzeugt bzw. ausge- 25 
bildet Die Widerstandselemente 8 bestehen aus einem 
Material mit Widerstandseigenschaft, wie z.B. Cr, Cr- 
Cermet oder ahnlichem. Die Widerstandselemente 8 
werden in einem gewiinschten Muster durch die An- 
wendung der Vakuumabschneidung durch eine Maske 30 
oder durch die Anwendung von Fotoatzen nach der 
Abscheidung bzw. Ablagerung geformt. Die Dicke des 
Widerstandselements 8 wird durch den spezifischen Wi- 
derstand des eingesetzten Widerstandsmaterials be- 
stimmt und ein Muster des Widerstandselements wird 35 
ausgebildet Die Dicke liegt z.B. bei 0.05 bis 30um. 

Der isolierende Film 9b ist auf der Widerstands- 
schicht 15 in einer Art und Weise aufgebracht, wie sie 
bezuglich des Films 9a beschrieben ist. 

Die Verdrahtungsschicht 14 ist auf dem isolierenden 40 
Film 9b vorgesehen. Die Leiter 5a der Verdrahtungs- 
schicht 14 bestehen aus Aluminium. Die Leiter 5a der 
Verdrahtungsschicht 14 werden z.B, durch Vakuumab- 
scheidung usw. auf gleiche Art und Weise, wie mit Be- 
zug auf die Widerstandsschicht 15 beschrieben worden 45 
ist, erzeugt In diesem Schritt kann eine Maskeneinrich- 
tung eingesetzt werden, um das gewunschte Leiterver- 
drahtungsmuster zu erhalten. Alternatjverweise kann 
ein Leiterfilm zuerst ausgebildet werden und dann kon- 
nen die Muster z.B. durch Fotoatzen ausgebildet wer- 50 
den. 

Der isolierende Film 9c kann auf ahnliche Art und 
Weise, wie oben beschrieben wurde, ausgebildet wer- 
den, nachdem die Verdrahtungsschicht 14 ausgebildet 
worden ist 55 

Die obere Verbindungsschicht 3a ist auf dem isolie- 
renden Film 9causgebildet Die Leiter der Verbindungs- 
schicht 3a werden durch das Metall, das den Durch- 
gangslochern 5b zugefuhrt wird, die zwischen der Ver- 
drahtungsschicht 14 und der oberen Verbindungsschicht 60 
3a ausgebildet sind, erzeugt Deshalb kdnnen die Leiter 
der Schicht 3a simultan mit dem Einfuhren des Metalls, 
in die Durchgangsiocher 5b ausgebildet werden. Alter- 
nativerweise konnen Elektroden separat von den 
Durchgangslochern 5b erzeugt werden und mit den 65 
Durchgangslochern56verbunden werden. 

Das Tragersubstrat der Ausfuhrungsform ist somit 
hergestellt und die LSI-Schaltung 1 kann auf dem Tra- 



gersubstrat befestigt bzw. angebracht werden, um die 
LSI-Einheit bzw. das LSI-Gehause zu bilden. Zur Ver- 
bindung des LSI 1 werden Lotkugeln 2 eines hohen 
Schmelzpunktes der oberen Verbindungsschicht 3a zu- 
gefuhrt und der LSI 1 wird auf die Verbindungsschicht 
3a mit seinen K.ontaktflecken (nicht gezeigt) gesetzt, die 
jeweils auf den entsprechenden Lotkugeln 2 angeordnet 
sind, wonach das Schmelzen der Lotkugeln 2 ausgefuhrt 
wird, um die gewunschte Verbindung zu erhalten. 

Das so hergestellte LSI-Gehause wird z.B. auf einer 
gedruckten Leiterplatte befestigt, wobei die Anschlusse 
10 bis 13 der keramischen Basis 6 mit der Leiterplatte 
verbunden werden, und zwar durch Einsatz eines Lotes, 
das einen Schmelzpunkt hat, der niedriger ist als der 
Schmelzpunkt der Lotkuge! 2. 

Wie oben beschrieben, ist der isolierende Film 9a auf 
der keramischen Basis 6 vorgesehen und die Wider- 
standselemente 8 sind auf dem isolierenden Film 9a aus- 
gebildet Mit dieser Anordnung wird die UnregelmaBig- 
keit der Oberflache der keramischen Basis 6 durch den 
isolierenden Film 9a ausgeglichen bzw. eingeebnet Als 
Ergebnis davon konnen die Widerstandselemente 8 ge- 
nau ausgebildet werden. 

Die Verdrahtungsschicht 14, die zwischen der Wider- 
standsschicht 15 und der oberen Verbindungsschicht 3a 
angeordnet ist, weist die folgenden vorteiihaften Effekte 
bzw. Wirkungen auf. 

Erstens wirkt sie als eine Schnittstelle zum Koordinie- 
ren bzw. Abstimmen der AnschluBanordnung der kera- 
mischen Basis mit der AnschluBanordnung der inte- 
grierten Schaltungselemente, die auf der keramischen 
Basis befestigt werden sollen. 

Zweitens sind die Widerstandselemente von Be- 
schrankungen in der Position und der Flache befreit, wo 
die Elemente vorgesehen sind, wobei diese Beschran- 
kung moglicherweise dann verursacht wird, wenn An- 
schlusse bzw. AnschluBdrahte der Anschlusse fur die 
integrierten Schaltungselemente und die AbschluBwi- 
derstandselemente zusammen vorhanden sind Mit die- 
ser Anordnung konnen eine Vielzahl von Widerstands- 
elementen in einer vorgesehenen Anordnung und vor- 
gesehener GroBe angeordnet werden, ohne daB die 
Funktion des Eingebens und/oder Ausgebens oder des 
Einsetzens und/oder des Herausnehmens bezuglich der 
integrierten Schaltungselemente verschlechtert wird. 

Drittens geht die AnschluBanordnung der groBinte- 
grierten Schaltung, in der die Anschlusse mit einer ho- 
hen Dichte vorgesehen sind, in eine Anordnung uber, 
bei der die Anschlusse mit einer reduzierten Dichte ge- 
geben sind, und zwar aufgrund der Schnittstellenfunk- 
tion der Verdrahtungsschicht, wie oben beschrieben 
wurde. Demzufolge kann die Verbindung mit der ge- 
druckten Leiterplatte leicht erreicht werden. Zusatzlich, 
da die GroBe des Gehauses selbst groB wird, ist die 
Handhabung des Gehauses erleichtert 

Obwohl die Erfindung obenstehend bezuglich eines 
Tragersubstrats fur einen LSI beschrieben wurde, und 
bezuglich eines Gehauses, das das Tragersubstrat ein- 
setzt, ist die vorliegende Erfndung nicht auf diese An- 
wendungsmoglichkeiten beschrankt 

Die isolierenden Filme der Ausfuhrungsform, die 
oben erlautert wurde, bestehen aus Poiyimiden, konnen 
aber aus einem anderen Material bevorzugterweise ei- 
nem organischen Material bestehen. 

Obwohl die Widerstandsschicht und die Verdrah- 
tungsschicht in der dargestellten Ausfuhrungsform vor- 
gesehen sind, werden sie nicht notwendigerweise beno- 
tigt, wenn nur die Funktion von einer der Schichten 
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erforderlich ist. 

Patentanspriiche 

1. Tragersubstrat, das eine Isolatorbasis mit An- 5 
schlussen fur eine auBere Verbindung und einen 
Verdrahtungsabschnitt aufweist, der auf der Isola- 
torbasis zum Verbinden von Schaltungselementen, 
die auf dem Tragersubstrat aufgebracht werden 
sollen, mit diesen Anschlussen fur eine auBere Ver- 10 
bmdung vorgesehen ist; wobei dieser Verdrah- 
tungsabschnitt aufweist eine Vielzahl von isolieren- 
den Filmen. eine Elektrodenschicht, die auf der 
obersten lsolationsschicht zur Verbindung mit den 
Ssrhjitungselementen vorgesehen ist, eine Schal- 15 
t„iv\elemenischicht oder Schichten, die auf der 
Ivjijtn >nsvchicht bzw. auf den Isolationsschichten 
\nii:cNchc--i sind, die nicht der obersten Isolations- 
uhuht cmsprechen und Schaltungselemente auf- 
ut*:si tin- in einem Dtinnfilm ausgebitdet sind, und 20 
Loiter, die auf den isolierenden Filmen zum Verbin- 
den der Fiektrodenschicht mit den Anschlussen fiir 
die AuLicmerbindung durch die Schaltungsele- 
mcnt schicht oder Schichten vorgesehen sind. 

2. 1 ra^crsutmrat, das aufweist eine Isolatorbasis 25 
mil Anschlussen fiir cine AuBenverbindung und ei- 
nen Verdrahtungsabschnitt, der auf der Isolatorba- 
sis /um Verbinden von Schaltungselementen, die 
auf dem Tragersubstrat zu befestigen sind, mit den 
Anschlussen lur die AuBenverbindung ausgebildet 30 
ist. uobei der Verdrahtungsabschnitt aufweist eine 
Vielzahl von isolierenden Filmen, eine Elektroden- 
schnhi. die auf dem obersten isolierenden Film vor- 
gesehen is: und Elektroden zur Verbindung mit den 
Schaltungselementen hat, eine Verdrahtungs- 35 
schicht. die auf irgendeiner anderen isolierenden 
Scinch t als der obersten isolierenden Schicht zum 
Koordinieren der Anordnung der Elektroden auf 
der Elekirodenschicht mit den Anschlussen fiir die 
AuBenverbindung vorgesehen ist, um die Elektro- 40 
den mit den Anschlussen zu verbinden, und Letter, 
die auf den Isolationsschichten zum Verbinden der 

El ek trod en schicht mit den Anschlussen fiir die Au- 
Benverbindung durch die Verdrahtungsschicht vor- 
gesehen sind. 45 

3. Tragersubstrat. das aufweist eine Isolatorbasis 
mit Anschlussen fur eine AuBenverbindung und ei- 
nen Verdrahtungsabschnitt, der auf der Isolatorba- 
sis zum Verbinden von Schaltungselementen, die 
auf dem Substrat befestigt werden sollen, mit den 50 
Anschlussen fiir die AuBenverbindung vorgesehen 
ist, wobei der Verdrahtungsabschnitt aufweist eine 
Vielzahl von isolierenden Filmen, eine Elektroden- 
schicht, die auf der obersten isolierenden Schicht 
zum Verbinden mit den Schaltungselementen vor- 55 
gesehen ist, eine Schaltungselementschicht, die auf 
der isolierenden Schicht vorgesehen ist, die nicht 
der obersten isolierenden Schicht entspricht, und 
Schaltungselemente hat, die in einem Dunnfilm aus- 
gebildet sind. eine Verdrahtungsschicht, die zwi- &o 
schen der Schaltungselementschicht und der Elek- 
trodenschicht zur [Coordination der Anordnung der 
Elektroden auf der Elektrodenschicht mit den An- 
schlussen fiir die AuBenverbindung vorgesehen ist, 
um die Elektroden mit den Anschlussen zu verbin- 65 
den, und Leiter, die auf den isolierenden Schichten 
zum Verbinden der Elektrodenschicht mit den An- 
schlussen fiir die AuBenverbindung iiber die Ver- 
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drahtungsschicht vorgesehen sind. 

4. Schaltungselementgehause, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Schaltungselemente auf dem Trager- 
substrat gemaB Anspruch 1 zum Verbinden mit der 
Elektrodenschicht des Tragersubstrats befestigt 
sind 

5. Schaltungselementgehause, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Schaltungselemente auf dem Trager- 
substrat nach Anspruch 2 zur Verbindung mit der 
Elektrodenschicht des Tragersubstrats unterge- 
bracht sind. 

6. Schaltungselementgehause, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB Schaltungselemente auf dem Trager- 
substrat gemaB Anspruch 3 zum Verbinden mit der 
Elektrodenschicht des Tragersubstrats befestigt 
sind. 

7. Tragersubstrat nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Dunnfilmschaltungselemente 
Dunnfilmwiderstandselemente sind. 

8. Tragersubstrat nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Dunnfilmschaltungselemente 
Dunnfilmwiderstandselemente sind. 

9. Schaltungselementgehause, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schaltungselemente auf dem Tra- 
gersubstrat nach Anspruch 7 zum Verbinden mit 
der Elektrodenschicht des Substrats befestigt sind. 

10. Tragersubstrat nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die isolierenden Filme aus orga- 
nischen Materialien bestehen. 

11. Tragersubstrat nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die isolierenden Filme aus orga- 
nischen Materialien bestehen. 

12. Tragersubstrat nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die isolierenden Filme aus orga- 
nischen Materialien bestehen. 

13. Verfahren zum Herstellen eines Tragersub- 
strats, das aufweist eine Isolatorbasis mit Anschlus- 
sen fiir eine AuBenverbindung und einen Verdrah- 
tungsabschnitt, der auf der Isolatorbasis zum Ver- 
binden von Schaltungselementen, die auf dem Tra- 
gersubstrat zu befestigen sind, mit den Anschlussen 
der Isolatorbasis fur die AuBenverbindung vorge- 
sehen ist, wobei das Verfahren die folgenden 
Schritte aufweist: 

Erzeugen des Verdrahtungsabschnitts durch: 
Ausbilden eines isolierenden Films auf der Isolator- 
basis; 

Ausbilden von Schaltungselementen in einem Film 
auf dem isolierenden Film; 

Ausbilden eines weiteren isolierenden Films auf 
dem Film der Schaltungselemente; 
Ausbilden einer Verdrahtungsschicht auf dem wei- 
teren isolierenden Film zur Koordinierung der 
Schaltungselemente, die auf dem Tragersubstrat zu 
befestigen sind, mit den Anschlussen fur die AuBen- 
verbindung der Isolatorbasis, um. zwischen diesen 
eine Verbindung zu erreichen; 
Ausbilden eines noch weiteren isolierenden Films 
auf der Verdrahtungsschicht; und 
Ausbilden einer Elektrodenschicht auf dem noch 
weiteren isolierenden Film zum Verbinden mit den 
Schaltungselementen; und 

Erzeugen von Durchgangslochern und Verdrah- 
tungsleitem in Verbindung mit den jeweiligen iso- 
lierenden Filmen. 
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